




Биографија др Станка Недића 
 

Др Станко Недић је рођен 23.04.1987 у Аранђеловцу. Похађао је основну школу 

„Светолик Ранковић“ у родном месту да би потом завршио Математичку Гимназију у 

Београду 2005. године. Током школовања у Математичкој Гимназији, био је учесник 

многобројних такмичења у области физике, математике и хемије од општинског до 

савезног ранга.  

 

Дипломирао је на студијама интегрисаног мастера у трајању од 4 године на 

Универзитету у Саутемптону у Великој Британији и то на одсеку за електронику. 

Током прве три године, еквивалентне основним студијама, имао је други најуспешнији 

просек у генерацији. Дипломски рад под називом “Simulation of vertical fillet local 

oxidation MOSFETs” урадио је под менторством Prof Peter Ashburn, тадашњег 

предводника групе за наноелектронику на Универзитету у Саутемптону. За тај рад и 

укупна достигнућа у области инжењеринга, кандидат је награђен престижном медаљом 

Sir William Siemens Medal, која је била додељена 17 студената са најбољих универзитета 

у Великој Британији, при чему је кандидат изабран од стране Универзитета у 

Саутемптону. Кандидат је затим на четвртој години, еквивалентној мастеру, био 

добитник Zepler Prize за најбољи просек у генерацији где је такође имао прилику да 

изабере велики број предмета у области наноелектронике. Интегрисани мастер 

завршава 2009. године и исте године уписује докторат на Универзитету у Кембриџу у 

области инжењеринга са фокусом на наноелектронику. 

 

Кандидат је започео свој научно-истраживачки рад у октобру 2009. године при 

Nanoscience Centre-у Универзитета у Кембриџу, а под супервизијом предводника 

институције, Prof Sir Mark Welland. Станко Недић се фокусирао на области 

нанотехнологије и наноелектронике и то на тему транзистора ѕа ефектом поља на бази 

цинк оксидних наножица и практичним применама истих. Цинк оксидне наножице су 

идентификоване као обећавајућа класа материјала пошто се сматрају сјајним 

кандидатима за изградњу будућих нанотехнологија са потенцијалним апликацијама у 

великом броју области од оптоелектронике до сензора. Током свог доктората, кандидат 

је радио на примени поменутих транзистора као уређаја за детекцију ултравиолетног 

зрачења и као меморијских наноуређаја на бази фероелектричних материјала. 

 

Кандидат је учествовао на међународној научној школи нанотехнологије у Салбаху и 

Хинтерглему у Аустрији, а своје резултате је такође презентовао на више 

међународних конференција – у Гвангџуу у Јужној Кореји и Сан Франциску у 

Сједињеним Америчким Државама. Током свог докторског рада, значајну сарадњу је 

остварио са групом Prof Takhee Lee са Института за науку и технологију у Гвангџуу 

(Gwangju Institute of Science and Technology – GIST) која је позната на мећународном 

нивоу по оствареним значајним резултатима у области наноелектронике. Кандидат је 

до сада објавио 2 рада у врхунским међународним часописима, од тога 1 рад у 

међународном часопису изузетних вредности и 1 рад у врхунском међународном 

часопису. 

 

Докторску дисертацију под називом “Zinc oxide nanowire field effect transistors”, урађену 

под руководством Prof Mark Welland, одбранио је 08.05.2014. године на Универзитету у 

Кембриџу. У периоду од 2015. до 2017. године кандидат је радио у области електронике 

и енергетике у компанији Global Substation Solutions у Њукаслу на северу Енглеске. 

 



Преглед научне активности др Станка Недића 
 

Др Станко Недић је започео свој научно-истраживачки рад у Nanoscience Centre-у на 

Универзитету у Кембриџу октобра 2009. године. Кандидат се у току досадашњег рада 

бавио фабрикацијом и испитавањем наноелектронских уређаја на бази транзистора са 

ефектом поља заснованих на цинк оксидним наножицама. У оквиру научно-

истраживачког рада кандидата обухваћене су 3 теме: 

 

1. Испитивање електричних својстава транзистора са ефектом поља заснованих 

на цинк оксидним наножицама  

 

Кандидат је користио методу термалне хемијске депозиције из парне фазе за синтезу 

цинк оксидних наножица услед могућности усмереног раста наножица пречника око 

50-200 нанометара и дужина до 30 микрометара, и ради минимизације дефеката у 

кристалној структури који утичу на електрична својства транзистора са ефектом поља. 

Основна електрична својства транзистора различитих структура (back-gate, surface 

passivated back-gate, top-gate) фабрикованих помоћу фотолитографије су анализирана и 

при том је установљено да транзистори са parylene C површинском пасивизацијом 

имају ниску потрошњу (услед ниског напона прага) и високе вредности мобилности 

електрона до ~189.2 cm
2
/Vs. Адсорпција кисеоника на површини цинк оскидних 

наножица и стрес у гејт оксиду су одређени као кључни фактори нестабилности напона 

прага транзистора с ефектом поља заснованих на цинк оксидним наножицама. 

 

2. Утицај елекричних фактора и фактора средине на перформансе фотодетектора 

на бази транзистора из тачке 1 

 

Детекција периодичног ултравиолетног зрачења је проучавана помоћу транзистора са и 

без parylene C пасивизације у циљу остваривања идеалних сензорских карактеристика. 

Кандидат је утврдио, у складу са претходним научно-истраживачким радом у 

литератури, да нагиб површинских енергетских нивоа цинк оксида услед адсорпције 

кисеоника на површини наножица у средини без зрачења игра велику улогу у 

сепарацији фотогенерисаних парова електрона и шупљина што лимитира њихову 

рекомбинацију и доводи до споре редукције електричне струје која протиче кроз 

наножице услед спорог процеса реадсорпције кисеоника након искључења извора 

ултравиолетног зрачења. Кандидат је такође испитао утицај површинске пасивизације, 

напона на гејт терминалу, температуре, и притиска амбијента на фотосензитивност, 

фотокондуктивни ефекат и динамику релаксације фотогенерисаних носилаца струје. 

 

3. Постојана меморија на бази транзистора из тачке 1 и фероелектричних гејт 

диелектрика 

 

Постојана меморија са одличним карактеристима је демонстрирана фабрикацијом “top-

gate” транзистора цинк оксидних наножица и спинованих фероелектричних материјала 

који имају улогу гејт диелектрика. Наиме, 200 nm фероелектричног слоја 

poly(vinylidenefluoride-co-trifluoroethylene) (P(VDF-TrFE)) је спиновано на површину 

цинк оксидне наножице на стакленом субстрату у функцији “top-gate” диелектрика. 

Модулација електричне проводности и меморијска хистереза су постигнуте 

захваљујући реверзибилној промени електричне поларизације фероелектричног 

диелектрика индуковане помоћу електричног поља гејта. Кандидат је демонстрирао 

резултујући наноуређај са меморијском хистерезом од 16.5 V, високим ON/OFF 



односом електричне струје која протиче кроз наножицу od ~10
5
, ниским губицима 

електричне струје кроз фероелектични гејт диелектрик од ~300 pA, и сјајном 

карактеристиком меморијске ретензије током периода од преко 10
4
 секунди.  



Елементи за квалитативну оцену научног доприноса 
 

1. Квалитет научних резултата 
 

Значај научних резултата 
 

Кандидат се у току досадашњег рада бавио фабрикацијом и испитавањем 

наноелектронских уређаја на бази транзистора са ефектом поља заснованим на цинк 

оксидним наножицама. Ова тематика је значајна с обзиром да се цинк оксидне 

наножице сматрају сјајним кандидатима за будућност нанотехнологије са применама у 

великом броју области од оптоелектронике до сензора. 

 

Научни рад кандидата је дао приметан допринос у области горенаведених транзистора 

тиме што је анализирао електронска својства различитих структура транзистора 

фабрикованих помоћу фотолитографије при чему је установио да транзистори са 

пасивизацијом помоћу полимера parylene C имају ниску потрошњу и високе вредности 

мобилности електрона. Адсорпција кисеоника на површини цинк оскидних наножица и 

стрес у гејт оксиду су одређени као кључни фактори нестабилности напона прага 

транзистора с ефектом поља. 

 

Кандидат је такође допринео разумевању детекције периодичног ултравиолетног 

зрачења помоћу транзистора са и без parylene C пасивизације у циљу остваривања 

идеалних цензорских карактеристика. 

 

Коначно, кандидат је демонстрирао и окарактерисао електронске уређаје постојане 

меморије веома високих перформанси базиране на транзисторима ефекта поља са цинк 

оксидним наножицама и фероелектричним диелектрицима. При том је губитак струје 

кроз фероелектични гејт диелектрик минимизиран, што јасно показује потенцијал 

фероелектричних диелектрика у апликацијама постојане меморије на бази 

наноелектронских уређаја. 

 

Подаци о цитираности 
 
Према бази Web of Science, радови др Станка Недића су цитирани укупно 42 пута без 

присуства аутоцитата (57 цитата према Google Scholar). 

 

Параметри квалитета часописа 
 

Кандидат др Станко Недић је објавио 2 рада у међународним часописима и то: 

 

 1 рад у међународном часопису изузетних вредности ACS Nano (IF = 10.774) 

 1 рад у врхунском међународном часопису Applied Physics Letters (IF = 3.729) 

 

Укупан импакт фактор објављених радова је 14.503. 

 

Међународна сарадња 
 
Током свог докторског рада, кандидат је остварио значајну сарадњу са групом Prof 

Takhee Lee са Института за науку и технологију у Гвангџуу (Gwangju Institute of Science 



and Technology – GIST) у Јужној Кореји. Ова група је веома позната на мећународном 

нивоу по оствареним значајним резултатима у области наноелектронике. 

 

2. Нормирање коауторских радова, патената и техничких решења 
 

Рад кандидата категорије M21a објављен у ACS Nano има нормирану вредност од 5.5 

према формули из П1П (укупно 11 коаутора укључујући кандидата). Број поена за 

категорију М21а је 10 без нормирања. 

 

3. Утицај научних резултата 
 

Утицај научних резултата кандидата се огледа у броју цитата који су наведени у тачки 

1 овог прилога као и у прилогу о цитираности. Значај резултата кандидата је такође 

описан у тачки 1. Кандидат се сматра основним/најважнијим аутором рада објављеног 

у врхунском међународном часопису Applied Physics Letters. 

 

4. Конкретан допринос кандидата у реализацији радова у научним 
центрима у земљи и иностранству 

 

Кандидат је све своје истраживачке активности реализовао на Универзитету у 

Кембриџу у Великој Британији. Кандидат је дао кључни допринос објављеним 

радовима и у раду објављеном у Applied Physics Letters је први аутор. Његов допринос 

се огледа у експериметалним делатностима попут фабрикације и електронске 

карактеризације наноуређаја, као и писању радова и комуникацији са уредницима и 

рецензентима часописа преко Prof Sir Mark Welland. 

  



Елементи за квантитативну оцену научног доприноса 
 
Остварени М-бодови по категоријама публикација 
 

Категорија М-бодова по 
публикацији 

Број 
публикација 

Укупно М-бодова 

М21а 10 (норм. 5.5) 1 5.5 

М21 8 1 8 

М34 0.5 2 1 

М70 6 1 6 

 
Поређење оствареног броја М-бодова са минималним условима 
потребним за избор у звање научног сарадника 
 

 Потребно Остварено 

Укупно 16 20.5 

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42 10 13.5 

М11+М12+М21+М22+М23 6 13.5 

  



Списак радова др Станка Недића 
 

Радови у међународним часописима изузетних вредности (М21а): 

 

1) J. Yoon, W.-K. Hong, M. Jo, G. Jo, M. Choe, W. Park, J. I. Sohn, S. Nedic, H. Hwang, M. 

E. Welland, and T. Lee, “Nonvolatile memory functionality of ZnO nanowire transistors 

controlled by mobile protons”, ACS Nano 5 (2011) (DOI: 10.1021/nn102633z, IF: 10.774, 

ISSN: 1936-0851) 

 

Радови у врхунским међународним часописима (М21): 
 

1) S. Nedic, Y. T. Chun, W.-K. Hong, D. Chu, and M. E. Welland, “High performance non-

volatile ferroelectric copolymer memory based on a ZnO nanowire transistor fabricated on 

a transparent substrate”, Applied Physics Letters 104 (2014) (DOI: 10.1063/1.4862666, 

IF: 3.729, ISSN: 0003-6951) 

 

Саопштења са међународног скупа штампана у изводу (М34): 

 

1) S. Nedic, and M. E. Welland, “High performance ZnO nanowire field effect transistors for 

low power applications: Towards threshold voltage stabilization”, International 

Conference on Nano Science and Nano Technology (ICNST 2010), November 8-9 (2010), 

Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju, South Korea, Poster 

 

2) Y. T. Chun, S. Nedic, M. E. Welland, and D. Chu, “Flexible non-volatile ferroelectric 

memory based on a ZnO nanowire field effect transistor”, 2013 MRS Spring Meeting and 

Exhibit, April 1-5 (2013), San Francisco, California, Presentation contribution 

 

Одбрањена докторска дисертација (М70): 
 

1) S. Nedic, “Zinc oxide nanowire field effect transistors”, University of Cambridge, 

Department of Engineering (2014) 
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Peny6jlHKa Cp6Hja

MmHHCTApcTBO IIpOcBETE,
HAyKE H TEXHojlomKor pA3BOJA

Bpoj:612-01-00118/2019-06

J|aryM: 03.07.2019. ro;|HHe
HeMalbl4Ha 22-26

BeorpaH
jK

Ha  ocHOBy   unaHa   130.   cTaB   I,   131.   cTaB   1   H  4,   unaHa   133.   cTaB  4.   3altoHa  o  BHcoKOM
o6pa3oBalby  („Cjlyx6e"  I.jlacHHK PC",  6p.  88/17,  27/18  -;|p.  3aKOH  H  73/18),  unaHa  136.  cTaB  1.
3aKOHa  o  onillTeM  ynpaBHOM  nocryllKy  („Cjly3Ic6eHH  rjlacHHK  PC",  6p.  18/16)  H  unaHa  23.  cTaB  2.
3aKOHa o ;|pHaBHoj ynpaBH („CjlyH6e" rjlacHHK PC", 6p.  79/05,101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18
-qp.  3anoH) H qjiaHa 51.  cTaB 2, 3aKOHa o Hal|HOHanHOM oKBHpy KBanH®HKauHja Peny6jlHKe CP6Hje

(CTI.  rjlacHHK PC  27/18), peuaBajyhH no 3axTeBy CTaHKa HeI|IIha 113 Beolpana, Peny6jlHKa Cp6Hja,
3a  npH3HaBarbe  BHcoKomltoTlcKe  HcnpaBe  H3AaTe  y  yjej|HH,eHOM  KpajbeBCTBy  Bej"Ke  BPHTaHHje  H
CeBepHe HpcKe, paflH 3allolilTbaBalba,

MHHHCTap npocBeTe, HayKe H TexHojlomKor pa3Boja AOHOcH

P E in E Ib E

1.    J|H"oMa Kojyje 25.10.2014. ro;]HHe H3;|ao yHHBep3RTeT y KeM6pHny, KOTleu CB. KaTapHHe

(University  of  Cambridge,   St.   Catharine's  College),  KeM6pHu,  yjenHlbeHo  KpajbeBCTBo
BeJIHKe  BPHTaHHje  H  CeBepHe  HpcKe,  Ha  HMe  CTaHKo  HeAHfi,  poSeH  23.04.1987.  ro;iHHe  y
ApaHbej]OBny,   0   3aBpmeHHM   HORTOpcKHM   aKaHeMCKHM   cryflHjaMa,   cTyAHjcKH   npoxpaM:
HHHeH>epHHr,  3Balbe/KBanHq)HKal|Hja:  Doctor  of Philosophy  /  HORTop  ¢uno3o¢Hje,  o6IIacT
HurelbepHHr,   ;|ORTOp   HayKa   -   ejlelc'IpOTexHHKa   H   pairyHapcTBO   (Ha   OcHOBy   IIpeBo;ia
oBJlamheHor  cyACKor  TyMaHa  3a  eHrJleclon je3HI(),  npH3Haje  ce  Kao  ;|HnjloMa  ;]oRTopcKIIx
aKa;]eMCKHx    cry;|IIja   Tpeher    cTeneHa    BHcoKor    o6pa3oBalba    (180    ECIIE),    y    oKBHpy
o6pa3oBHo-HayHHor nojl>a: TexHHHKo-TexHojlomKe HayKe, HayqHa, oAHoCHo cTpyqHa o6JlacT:
EJleKTpoTexHHql(o H palryHapcKo HH2IcelbepcTBo, paHH 3anoilljl,aBalba.

2.    OBo pemell]e oMoryhaBa HMaony olllll" npHCTyn Tp"mry paHa y Pelly6"uH Cp6Hjll, ann
ra   He   ocjlo6aSa  oq   HcllylbaBall,a   IIoce6HHx  ycjloBa  3a  6aBjbell,e   npo®ecHjaMa   Koje   cy

peryJ"caHe 3aKOHOM IIrm flpyrHM npoI"cOM.
3.    IIpeBOA 3BaH>a/KBaj"¢HKal|Hje H3 TaHKe  1. HHcno3HTHBa oBor pemell>a Koje je ca opHrHHanHe

CTpaHe jaBHe  IIcnpaBe  npeBeo  oBjlauheHH  cyAcrm ryMaH 3a eHr]IecKII je3HK,  He  npeHCTaBTba
cTpyHHH,   aKaj|eMclou,   HayqHH   OflHOcHO  yMeTHmlcll   Ha3HB  KojH  y  cKilany  ca  unaHOM   12.
cTaBOM  1.  TaHKa 9.  3aKOHa o  BHcoKOM  o6pa3oBalby,  yTBpbyje Hal]HOHarlHH  caBeT 3a BHcoKo
o6pa3oBalbe.

0 6 p a 3 i] o FT e tb e

OBOM   MHHHCTapcTBy   o6pa"o   ce   CTaHKo   HeAHh   H3   Eeoxpana,   Cp6Hja,   3axTeBOM   oq
18.01.2019.   roflHHe,  3a  npH3HaBaHe  liH"oMe  yHHBep3HTeTa  y  KeM6pllny, .KOTleu  CB.  KaTapHHe

(University  of  Cambridge,   St.  Catharine's  College),  KeM6pHu,  yjeI|HlbeHo  Kpaul.eBCTBo  BeJ"Ke
EPHTaHHje   H   CeBepHe   HpcKe,   j|oRTopcKe   aKaHeMCKe   cry;|IIje   BHcoKor   o6paeoBana,   CTyz|IIjcKH
nporpaM:  Hmelbepl4Hr,  ;|oRTopcKa  ;|IIcepTaullja:  „Zinc  oxide  nanowire  field  effect  transistors",
3Balbe/KBarH¢HKal|Hja:  Doctor  of Philosophy  / HOKTop  ¢rmo3o¢Hje,  o6JlacT  MlrmeH>epHHr,  HORTop
HayKa - ejlelclpoTexHHKa H palryHapcTBO, paflH 3alloIIIjbaBalba.

y3 3axTeB, no;|HocliJlau 3axTeBa ;|oCTaBHo j e:
1)    oBepeny Ko"jy +|HnTloMe Kojy je 25.10.2014.  roAHHe H3j|ao yHHBep3RTeT y KeM6pHny,

KOJleu  CB.   KaTapHHe  (University  of  Cambridge,   St.   Catharine's  College),  KeM6pHu,



yjeqHlbeHo  KpaneBCTBo  Bej"Ke  BPHTaHHje   H   CeBepHe  HpcKe,   cryz|Hjclcll  I]polpaM:
HH3KelbepHHr, 3Bane/ICBaj"®HKal|IIja: Doctor of Philosophy;

2)    oBepeHH npeBoq AHIIjloMe Ha cpllcKH je3IIK oBjlalllheHor cyAcl(or ryMatla 3a eHr]IecKH

je3HK;
3)    IIPHMepaK HOKTopcKe AHcepTauHje;
4)    ancTpaRT pana Ha eHrjiecKOM je3HKy;
5)    oBepeHy Ko"jy TpaHCKPHrlTa ol|eHa Ha eHr]IecKOM H cpncKOM je3HKy;
6)    oBepeHy Ko"jy npeTxo;|Ho npeTxoAHo cTeqeHHx KBaj"¢HKalurja ca ;ioKyMeHTaunjoM;
7)   j"cTy o6jaBjl,e"x pa;|oBa;
8)   papny 6Holpa¢14jy;
9)    OBepeH KO"je npeTxO;]HO cTeqeHHx KBanH®IIKauHja ca HonyMeHTalunjoM;
10) IIplljaB" ¢opMyTlap;
11 ) zioKan o yl]Tla" TaKce 3a npo¢ecHOHanHo npH3HaBaEbe.

OHpe;|6oM  "aHa  136.  cTaB  1.  3aKOHa o  ollmTeM  yHpaBHOM  nocTyllKy  nponHcaHo je  Ha  ce

pelllell>eM oqjlylryje o npaBy, o6aBe3H rmH npaBHOM HHTepecy cTpaHKe.
O;|peq6oM  unaHa  23.   cTaB  2.   3aKOHa  o  ApxaBHoj   ynpaBH  IIponHcaHo  je  Ha  MH"cTap

npeflcTaBJba  MHHHCTapcTBo,  HOHoCH  nponHce  H  peueH>a  y  ynpaBHHM  H  ;|pyl`HM  nojej|IIHatl"M
cTBapHMa H Oqjlylryj e 0 ;|pyrHM IIHTalbHMa H3 ;|e]Iolcpyra MHHHCTapcTBa.

OHpeH6oM uaHa  130. cTaB  1. 3aKOHa o BHcoKOM o6pa3oBalby, IIpol"caHo je ;|a npH3HaBaH,e
cTpaHe  BIIcOKolilKojlcKe  HcnpaBe jecTe  nocrynaK  KojHM  ce  HMaony  Te  HcnpaBe  yTBpbyje  HpaBo  Ha
HacTaBaK  06pa3OBaH,a,  O;|HOcHO  Ha  3alloIHTbaBalbe.  nocrynaK  IIPH3HaBalba  c'IpaHe  BHcoKomKOTlcKe
HcnpaBe  cllpoBo;|H  ce  y  clcjlany  ca  oxpeH6aMa  oBor  3aKOHa,  aKo  MebyHaponHIIM  yroBopoM  HHje
npeABHbeHo Apyra"je.

OfiepH6oM   qjlaHa    131.   cTaB    1.   3altoH   o   BHcoKOM   o6pacoBany,   IIpollHcaHo   je   j]a   ce
BpeHHOBaELe    cTpaHor    cryAHjcKor    nporpaMa    BpmH    Ha    OcHOBy    BpcTe    H    HHBoa    IIOcTHrHyTIIx
KOMIIeTeHI|IIja cTeHeHHx 3aBpllleTKOM cTyAHj cKor nporpaMa, y3HMajyhH y o63Hp cHCTeM o6pa3oBalba

y  3eMjbH  y  Kojoj  je  BHcOKomKojlcKa  HcllpaBa  cTeHeHa,  ycjloBe  ynHca,  npaBa  Koja  npoHc"ily  H3
cTpalle  BHcoKolHKoj]cKe  HcnpaBe  y  3eM"  y  Kojoj  je  cTeHeHa  H  Hpyre  pejleBaHTHe  "Ibe"I|e,6e3
Pa3MaTpalba  ¢opMajl"x  o6ejlexja  H  cxpyKType  cTyAIIjcKor  npolpaMa.   CTaBOM  3.   HCTor  IIJlaHa
3aKOHa  o  BHcoKOM  o6pa3oBany  IIpol"caHo je  ;|a  Bpe;]HOBalbe  CTpaHor  cTyHHjcKor  nporpaMa  Paz|H
3al]olllJbaBall.a  BplHH  HalunoHanm  I|eHTap  3a  npH3HaBarbe  cTpaHHx  BIIcOKomKOTlcKIIx  HcllpaBa  (y
;|ajbeM TeKCTy: ENIC/NARIC I|eHTap), Kao yHyTpalllELa opra"3al|HOHa je;|II"iia MII"cTapcTBa.

OHpe;|6oM  IIjiaHa  131.  cTaB 4.  3aKOHa o  BHcoKOM  o6pa3oBalby,  HpoHHcaHo je ;|a 3a HOTpe6e

AaBall>a  CTpyHHor  Mrmljl]ell>a  y  nocTyllny  npBor  Bpej]HOBaH>a  cTpaHor  cTynHjcKor  nporpaMa  paHH
3arlolLITE.aBaH,a,  MHHHCTap  o6pa3yje  KOMHCHjy  oz|  HajMalbe  TPH pel]eH3eHTa ca ]IHCTe  KOH¢epeHUHje

yHHBep3HTeTa, OHHOcHO KOH¢epeHI]Iqje alcaz|eMHj a 11 BHcOKIIx mKOTla.
Oj|peH6oM  "aHa  133.  cTaB  4.  3aKOHa o  BHcoKOM  o6pa3oBall,y  IIpol"caHo je ;|a MHHHCTap

HOHocH  Pemelbe  o  npo¢eclloHanHOM  npH3HaBall,y  y  poKy  oA  90  AaHa  oA  AaHa  npHjeMa  ypej|Hor
3axTeBa.

HMeHOBaHa KOMHcllja je  H3BpmllTla npBo  Bpej|HOBaELe  cTpaHor CryHHjcror nporpaMa H AaJla
npej|Tlor Aa ce flHII]IOMa yHHBep3HTeTa y KeM6pHI|y, Kojleu CB. KaTapHHe (University of Cambridge,
St.  Catharine's  College),  KeM6pHu,  yjenHlbeHo  KpajbeBCTBo  Bej"Ke  BPHTaHHje  11  CeBepHe  HpcKe,
npH3Ha  Kao  HHIITloMa  HolcropcKIIx  aKaAeMclcHx  cryj|Hja,  Tpeher  cTeneHa  BHcoKor  o6paeoBalba  ( 180
ECIIB),   y   oKBHpy   o6pa3oBHo-Hayq"x   IIojba:   TexHHqKo-TexHojlomKe   HayKe,   HayHHa,   oI|HocHo
CxpyqHa o6JlacT: EIleKlpoTexHHqKo H paHyHapcKo HII]IcefoepcTBo.

OxpeA6oM "aHa 51.  cTaB 2,  3aKOHa o HaliHOHajlHOM oKBHpy KBanHq}HKauHja,  npol"caHo je
;|a   IIoCTyniiH   3a   IIpo¢ecHOHajlHo   IIPH3HaBalbe   cTpaHe   BHcoKomKojlcKe   HcnpaBe,    oAHoCHo   3a
Bpe;|HOBafoe   CTpaHor   CTysHjcKor   nporpaMa  Paf|H  3alloIHJbaBalba  Kojll   Cy  3alloqe"  HO   IIoqeTKa
ENIC/NARIC I|eHTpa y clcjlaqy ca oBI" 3aKOHOM, oKOHtlahe ce IIo "M IIponHcliMa.

MMajyhH y Buny oApeA6e unaHa 51. cTaB 2. 3aKOHa o HOKC-y, Kao H qHlbeHHny Haje 3axTeB
3a  npH3HaBall,e  cTpaHe  BHcoKomKo]ICKe  HcllpaBe  noAHeT  IIpe  HOHeTKa  paAa  ENIC/NARIC  I|eHTpa,
Kao opraHH3al|HOHe j e;|HHm|e AreHUHje 3a KBanH¢HKauHje, To cy y KOHxpeTHOM c]Iyqajy npHMelbeHH
Hanpeq HaBe4eHH VIaHOBH 3aKOHa o BHcoKOM o6pacoBalby.

TaKca  3a  pemelbe  Ho  3axTeBy,  no  Tapll¢HOM  6pojy  172.  TaqKa  3.  IIor|TaqKa  4a)  3aKOHa  o

pelry6Jmulcl" aHMHHHCTpa"BHHM TaKcaMa ("CjlyRE6e" r]IacHHK PC", 6p. 43/03, 51/03-Hcnp., 61/05,
101/05-xp.3aKOH,  5/09,  54/09,  50/11,  70/11-ycRTaSe" HHH.H3H.,  55/12-ycKjlabe" HHH.H3H.,  93/12,



47/13  -ycrmabeHH j|HH.H3H,  65/13-xp.3aKOH,  57/14-ycNIaSeHH ;|HH.H3II,  45/15-ycK]IabeHH qHH.H3H,
83/15,112/15,  50/16-ycKTlabe" ;|IIH.H3H.,  61/17-ycNIal3eHH ;|HH.H3H.,113/17,  3/18,  50/18  H 95/18),
unaheHaje H IIOHHmTeHa.

CxoAHo npeTxoriHo HaBe;|eHOM, AOHeTa j e onjlyKa Kao y AHcno3HTIIBy pelllelba.

ynyTCTBO 0  npaBHOM  cpeqcTBy:  OBO pemell,e je KOHatiHO y ynpaBHOM nocryHKy H IIpoTHB
HCTor Moxe ce noKpeHy" ynpaBHH cl]op. Tyx6a ce noAHocH yllpaBHOM cyny y poKy oH 30 HaHa Oz|
HaHa I]pHjeMa oBor pemelba.

Pemelbe AoCTa814T14:
- CTaHKo He;|Hh -jlHHHo npey3HMalbe;
- ApxHBH.


